
SEM&SNDM对掺杂浓度进行分析

产品： 高真空可控环境型扫描探针显微镜 AFM5300E，

超高分辨场发射扫描电子显微镜 SU9000

通过低加速电压可以得到二次电子的表面电位衬度图像。我们用SEM和SNDM（扫描非线性介电显微镜）相结合可以观察到外
延生长层的掺杂浓度台阶（ 1013～16/cm3 ） [2] 。虽然使用SSRM观察掺杂浓度的分辨率和稳定性都能得到提高，但高真空中的
SNDM观察比大气中观察性能更佳，可实现1013～14/cm3级别的低浓度的高精度观察和CV曲线分析。[3, 4]

本应用介绍一个使用SEM和真空SDNM对SiC MOS FET截面的二维掺杂浓度分布进行观察的应用实例。
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图1 (a) FE-SEM (b, C) SiC MOS FET截面的SEM、SNDM观察 (d) SPM
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图1使用SU9000和AFM5300E对SiC Power MOS FET 截面进行SEM和真空中SNDM
观察的结果。两边都得到了器件结构所对应的掺杂浓度的分布情况。在SEM像中，
可以观察出SiC基板上的n+层和n-的外延生长层的差异。而在SNDM像中，可以更加
鲜明的观察到丰富的对比度。

图2是pn结区域，SEM像和SNDM像在同一个位置进行重叠。虽然使用SEM对掺杂
浓度观察的研究进展很大，但却无法得到准确的定性信息。SNDM的高灵敏度观察
可识别出p型／n型，以及掺杂浓度的分布。

实验结果

SEM可以大范围快速观察，所以对于相对来说需要花一定时间的SNDM，可以通过前
处理或是截面加工剖出结构，再对感兴趣的区域进行p型/n型的判别，也可以对特定
点进行∂C/∂V-V曲线或C-V曲线的测试以获得详细的分析结果。

※ SNDM的产品，是由SNDM的发明者，东北大学 电气通信研究所 教授 長康雄先生指导开发的。

小结

图2 SiC MOS FET和FE-SEM/SNDM的观察结果

（SEM图像上重叠上SNDM像）

∂C /∂V [a.u.]
0－ +

Poly-Si
SiO2

p

n＋

∂C /∂V [a.u.]
0－ +

2 μm

n＋

p

SiC epi (nｰ)

Poly-
Si

SiO2

p

SiC epi (nｰ)

日立高新技术（上海）国际贸易有限公司 北京分公司 电话：010-65908705
www.hitachi-hightech.com


	幻灯片编号 1
	幻灯片编号 2

